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(54) Zapojeni mikroelektronického detektoru zafeni

Vynalez se tyka zapojeni mikroelektronického detektoru zafeni s parametricky fizenou odporové kapa-
citni strukturou RC s rozprostfenymi parametry. Detektor tohoto druhu umozZiiuje konstrukci méfich
intensity osvétleni eventueln& bezkontaktnich m&¥ida teploty. Znamé mé&fide teploty nap¥. pyrometry sice
pracuji s postacujici presnosti, potfebuji véak pro svou &innost pfivod napéjeni a odvod vystupniho signalu
pomoci kabelu. Pfi mé&feni v t&%ko ptistupnych mistech technologickych za¥izeni &ini kabelaz jiz potiZze
nehled€ k moznosti jejich poskozeni. Témto nedostatkfim ma odpomoci zapojeni podle vynalezu, podle
néhoZ k tvarované RC struktute, jejiz odporova vrstva je vystavena Ginku Fidici neelektrické veli¢iny, je
paraleln€ pipojen kapacitor a kompensani resistor a jeden pol tvarované RC struktury je zapojen k vstupu
Fizeného zdroje a druhy jeji pél je spojen se spole¢nou svorkou, pti demZ vodiva vrstva RC struktury je spojena
s vystupem Fizeného zdroje.

Zapojeni podle vynalezu umoZiiuje bezdratovy pienos naméfené veliCiny a jeji bezchybné &islicové zpra-
covani s eliminaci objektivnich chyb mé&feni. B '

Ptiklad provedeni je bli%e vysvétlen na vykresech, kde znagi obr. 1 axonometricky pohled na RC struk-
turu, obr. 2 zapojeni simulaéniho obvodu, obr. 3 celkové zapojeni detektoru a obr. 4 ekvivalentni zapojeni
resonan¢niho okruhu detektoru.

Na obr. 1 je znizornéna méfena RC struktura 4. Sklada se z odporové vrstvy 1, na ni¥ plusobi mé&fené
zafeni o intensité' E znizornéné Sipkami, z dielektrické vrstvy 2 a vodivé vrstvy 3. K zapojeni RC struktury 4
do obvodu detektoru sloui vstupni svorka 11, druh vstupni svorka 12 a svorka 10 napéjeni detektoru.
K mefené RC struktufe 4 je paralelnd pripojen kondenzétor 5 a kompensaéni resistor 6, pti¢emZ jeden pdl
méfené RC struktury 4 je pfipojen k vstupu Fizeného zdroje 7 napftiklad zesilovade napéti apod. a druhy pél
Je spojen se spoletnou svorkou 8. Vodiva vrstva 3 RC struktury 4 je spojena s vystupem Fizeného zdroje 7.
Vystup detektoru je na vystupni svorce 9. Zapojeni jako celek pracuje jako parametricky Fizeny oscilator
a jeho vystupni kmitodet je ve vztahu k m&fené veliding, '

Je-li nehomogenni t. j. tvarovani méfena RC struktura 4 zapojena podle schematu na obr. 2, simuluje
zapojeni na svych vstupnich svorkach 11 a 12 synteticky induktor Lg ve spojeni s rezistorem R;. Pripoji-li
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se k vstupnim svorkam 11 a 12 kondenzator 50 hodnots C; v zapojeni podle obr. 3 a kompensadni resistor 6

o hodnot& R, coZ je odporova hodnota kompensa€niho resistoru 6, zisk4 se kmitajici paralelni resonan¢ni

okruh (obr. 4), jehoZ kmitolet w, je parametricky fizen neelektrickou velitinou, v popisovaném ptiklad® :

mgfenym zétenim o intensité E napf. intensitou osvétleni. Kmitoget o, rezonanéniho okruhu .
wo = F(E) pro K > K, = konst
kde K je napétové zesileni fizeného zdroje 7. _
Pro vyjadieni obecné funkéni zavislosti F(E) je nutné vyjit z konkrétniho typu nanesenych vrstev. Pro

odporovou vrstvu 1 provedenou jako napafena fotoinduktivni vrstva sirniku kademnatého CdS zavislost
zmény odporu R, nehomogenni tvarované RC struktury 4 k intensité E, osvétleni 1ze psat ve.tvaru

Roy (E 1>k
‘. ROl E2

kde k = 0,5 az 1 podle geometrického uspofadani, Ro, je odpor vztaZeny k intensit® E; a Ro, je odpor
vztaZeny k intensité E,, '
Predchozi vztah napsany v obecn&jim tvaru je

Rf = AE™*
kde A je konst. ‘ - :

Pti konstrukei tohoto detektoru je nutno brat v Givahu takeé teplotni zavislost odporové vrstvy 1tj. foto-
konduktivni vrstvy. Obecné je charakterizovéna linearizovanym vztahem
R9 = st“c[l +' S§°(9 hand 1925"(:)]

kde 9 je teplota okoli, 25 °C referen¢ni teplota a

1 dR . . i ,
SR%0 = = ——&9—0 ~ 10~4°C™! je semirelativni citlivost napafené vrstvy na teplote
o » ‘
Sign SXe je ovlivnéno velikosti intenzity E osvétleni. Smérem k vy$im hodnotam E se méni z kladné hod-
noty na zapornou. Pfi urfovani charakteristické funkce snimade lze vyjit z linearizovaného ekvivalentniho
zapojeni rezonan&niho okruhu (obr. 4).
Pro ekvivalentni zapojeni 1ze psat

s+ %)

w3 =

protoZe ale
LS = fl(w9 E) RS = f2(w9 E)
zavede se zjedno3ujici pfedpoklad i

<1

1
coZ lze vhodnou progresi zajistit.
Pro impedandni normované parametry pak

1
Xo=—77% roX =X
S 1 N

kde X, = woRoCq 2 N = C,/Cy; C, je kapacita RC struktury 4 a X je normovany kmitoCet.

Pro pracovni oblast kmito&tl v blizkém okoli X, 1ze funkei Lg,(x) aproximovat dvéma &leny Taylorova
rozvoje '

dLs,
. Lgy(x) = Lg(Xo) + 3 ;

(X — Xo)

Vzhledem k tomu, Ze pracovni bod se vét§inou jen nepatrné méni od klidového (za tmy), lze prO\\/ést trans-
formaci soufadnic do klidového pracovniho bodu Py(xo, Liqo)- Vztah Ize pak pfepsat na tvar
Le(X) = XS pro X =X,

Zavedenim substituce za X, R a dosazenim nakonec dostaneme

Eik
2 [ = CE¥
@0 = {C,CoA2s5
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kde C ... konstanta snimade R
Sts« ... absolutni citlivost normované induk&nosti Ly, na normovaném Kmitottu x
Co ... kapacita mezi odporovou a vodivou vrstvou tvarované struktury
C, ... ladici kapacitor v rezonanénim okruhu
@y ... Ghlovy kmitotet snimace '

Vztah udava vyslednou charakteristickou funkci konkrétniho detektoru zéafeni realizovaného s vrstvou CdS.
Posledni typ detektoru miZe tvofit jadro pfi konstrukci n&kterych z typll pyrometr{, kde vstupni tj. méfena
veli¢ina i vystupni tj. méronosna velifina je snimana bezkontaktnim zpisobem.
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~ PREDMET VYNALEZU. |
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Zapojeni mikroelektronického detektoru zafenis 1kmitavg?m resonanénim okruhem a parametricky fizenou
odporové kapacitni strukturou RC vyznadené tim, e k tvarované RC struktute (4), jejiz odporova vrstva (1)
je vystavena t&inku ¥idici neelektrické velidiny, je paraleln® p¥ipojen kondenzator (5) a kompensadni resi-
stor (6) a jeden pdl tvarované RC struktury (4) je zapojen k vstupu Fizeného zdroje (7) a druhy jeji pé! je spojen
se spoletnou svorkou (8), pti Sem? vodivé vrstva (3) RC struktury (4) je spojena s vystupem Fizeného zdroje (7).

4 vykresy
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I RS(w‘E)lK-konst o

Ls(w.E)

K=konst.

 Obr. 4
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